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(1）プロジェクトの背景・目的

Si上 i狩$お

への応舟

と

研究代表審理工学研党部（工学）

2005年の IEEEInternational Electron Devices Meeting（！正OM）において、図 1のような lnSb

いたロジック LSI向けトランジスタが発表された。

lnSbをチャネル層に用し

Siのよう

¥ lnSbをデバイスへ利用、さらには

微細化する上で、大きな問題となるり

、10年後の実用化を目指して研

が進められている。今回インテノレによっ

In Sbを用いたトランジスタ（QW四 FET）は半絶縁性GaAs

ポスト SトCMOS

のSトLSI技術の利用や、

の作成技術の確立は極めて重要である。

つ

孜々はこれまでに、 Si基板上の In

lnSむのヘテロエピタキシヤノレ成長の関係、に注陪し、

lnSむのヘチ

、その上に成長させた lnSむ

30°回転することを発見した。関 2のよ

3‘3%に軽減される

7こめ、 lnSb/Si され、

これはエピタキシヤノレ

困難とされる lnSb/Si系において、

Gate 

In Sbを利用したデバイス

図2格子不整合緩和の模式関

し に形成し、それを高速トランジスタに応用しよう の

である。

(2) 

は以下の3つの点につし

Si(111）ぺ7×イ3-ln
を形成する際の In

2x1四Sb



①畿罰再構成制御成長jまで作離した試料の$τE舗観察による結晶牲の評価
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②器商再構成制御成長；去のAllnSb

In Sb 

AllnSb 

100%のAlSb 

して 30°

セス

Source -Drain 

、デバイス

が大きく、 Gate

ついてはポスドク

口
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例

Si(001）基板が主流であるが、

Si(111 

しでも、 19.3%の圧縮査が 18.9%の引っ

、デノ〈イスメーカーが使用するような大

さしらしてく

③ Si(001）轟糠への対応

デバイスメーカ

かっていなし

45° 

。〉

々は、フォトリソグラブィーと KOH

<111＞面を形成し、このく111

リット

して、

、比較的エヒ。タキシヤノレ成長しゃ

向に lnSb

しも前段階として、パタ

' lnSむ

lnSおはく111

すいこと。また、作製したく111

膜のく001＞面が向くことを利用

Si(001）基板上に InSb 
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X線回折パターン ｛在）X=0° ｛お）X=5ヰ.7。

(a) 2μ問、（b)3μm、（c)5ド問、（d)10がm、（e）龍操成長

関ヰ

スペース櫨
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ライン幅を 1ドmに回定し、スペース幅を 2、3、5、10μmと変化させ、 lnSわ

させた。 1μmのライン表面はく001＞面で、あり、スペースl掃に応じて、

が変化する。

2段階

ける

ターンを示す。圏在の χコ00のパターンを見ると、

しているのに対し、く111＞面パターンを形成し

lnSb(004）ピークが強く表れている。また、図右の χ＝54.7° のパターンを見ると、 lnSb(111）、
lnSb(222）、 lnSb(333）ピークのみが現れており、作製したく111＞面上で lnSわがエピタキシャ

ル成長していることが分かる。スペース幅が 10μmの試料では、ライン上のく001＞面の

9%程度であり、作製したく111＞面上にエピタキシャル成長した InSb薄膜のく001

を向いたことで、 lnSb(004）ピークの強度が増加したと考えられる。しかし、

スペース rl揺が 2~tm 、 3~tm

25%となっている。にもかかわらず、これら

いる。このことは、 1μmのラインJ二で、 InSb 

している。

ピタキシャ

き

Si(111 

今後、 InSb 

を用いて、

しデバイス特性の評価

l 8編
] 4件

l 5件

。）プ口ジェクト

(4）プ口ジェクト成果の応用。

もの

それぞれ 33%、

クの強度が強く現れて

している

AllnSわ薄膜を作製で

いきたい。

でこの分野で先行している Intelでさえ 2μm以上の分摩いバッファ

FETを作製している。しかし我々の研究成果は、僅か 1分子層とい

う非常に薄いパップア躍を介して FEγ構造を作製できる可能性を持っている。しかも、その

。）利用

ている。

らなっており、バッファ層材料による薄膜汚染の問題も

ンストレーションができれば、半導体業界に大きなインパ

いた QW-FET作製に対する いて、こ

取得できると考えている。

櫨微表面解析顕微システム

－高分解能X線回折システム : ATX四E)
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